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BZV 48 C3V3 — BZV 48 C 200

DIVISIONSEMICONDUCTEURS .. .
ZENER DIODES
DIODES ZENER
4 N\ [ ™
Ptot=5W
5 W hermetically sealed plastic silicon Zener 33V € VzTnom € 200V
diodes offering the following advantages :
® Large voltage range : 3,3V to 200 V
o Pro Electron registration J
e High surge capability : 200 W@ 10 ms
Diodes Zener au silicium encapsulées plastique /- \
de 5 W offrant les avantages suivants : gz;‘;er :DO-27A (CB-197)
e Gamme de tension étendue : 3,3V 4200V
® Enregistrement Pro Electron
® Forte tenue en surcharge : 200 W@ 10 ms
\ _J \ y
rABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) T = 25°¢C d=10mm {Unless ot.her.wise stated_) 1
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION amb = = (Sauf indications contraires)
DC power dissipation {see fig. 1)
Dissipation de pui en régime p ¢ (voir fig. 1) Tamb <50°C Ptot 5 w
Continuous reverse current T = 50°C See page 2
Courant inverse continu amb = & lzm Voir page 2 mA
Non repetitive surge peak power dissipation {t = 10 ms) (see fig. 5)
Puissance de surcharge créte accidentelle (t = 10 ms) (voir fig. 5) PRSM 200 w
Operating temperature
7p pé . ..d':e‘ i Toper —65—4+ 175 | °C
Storage temperature 66— °
Température de stockage Tatg 65—+ 175 ¢
M m junction t Ire . o
Température maximale de jonction max Tj 175 ¢
Maximum lead temperature for soldering during 3 s at 5 mm from case T 300 o
dempérarure maximum de soudure des connexions pendant 3 s & 5 mm du boitier L J
G\inf:tion-am?lentithenpal te.slstamis- max Rth(j-a) 25 og/W
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BZV48C3V3 — BZV48 C200

c e . - ELECTRICAL CHARACTERISTIL T'amb = 25°C -°r S
57,0 %% 3 Tt - CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES . S -
Types Vzr/izr* rzrlizy | v vz IR/VR VR | zm
min max max typ max
wv) @) (mA} (104/°C) WA} wi {mA}
BZvV 48 C3V3 3.1 35 3 - 380 - 60 1430
BZV 48 C 3v6 34 38 25 350 - 65 1310
BZV 48 C 3V9 37 41 2 320 - 6o 1220
BZV 48 C 4V3 40 46 2 290 - 40 1080
BZV 48 C 4V7 44 5,0 2 260 - 20 1000
BZV 48 C 5V1 48 6,4 1,5 240 1.0 925
BZV 48 C5V6 52 6.0 1 220 25 20 1 830
BZV 48 C 6V2 58 6.6 1 200 32 10 1 750
B2V 48 C6V8 6,4 7.2 1 175 40 10 2 690
BZV 48 C7V6 7.0 78 1.5 176 45 10 2 630
B2V 48 C 8V2 7.7 8,7 1,8 150 48 10 3 570
BZV 48 C 9V1 8,5 9,6 2 150 6,1 10 6,6 520
BZV 48 C 10 94 10,6 2 125 65 10 7.6 470
BZv48C 11 104 1.6 2,6 126 6,0 ] 83 430
BZV 48 C 12 11,4 12,7 25 100 6,5 2 91 390
BZv48C 13 124 14,1 25 100 6.6 1 99 350
BZvV48C15 13,8 15,6 2,5 76 7.0 1 1.4 320
BZV48C 16 15,3 17,1 25 75 70 05 12,2 230
BZv48C 18 16,8 19,1 2,5 65 7.6 05 13,7 260
B2v48C20 18,8 21,2 3 €5 7.5 05 16,2 235
BZv 48 C22 208 233 35 50 8,0 0,5 16,7 216
BZV48C24 22,8 25,6 3,6 50 80 0,5 18,2 195
BZv 48 C27 251 28,9 5 50 86 0,5 205 170
BZvV 48 C 30 28 32 8 40 856 05 22,8 155
8Zv48C33 31 35 10 40 856 0,5 25 140
BZV 48 C36 34 as 11 30 8,5 05 27.4 130
BZV48C38 37 41 14 30 9.0 0.5 29,6 120
BZV 48 C43 40 46 20 30 9,0 05 32,7 110
BZvV 48 C47 44 50 25 25 9.0 0,6 357 100
BZV 48 C51 48 54 27 25 80 0,5 38,8 92
N BZV 48 C56 62 60 35 20 9,0 0,5 42,5 83
BZV 48 C 62 58 66 42 20 9,0 0,5 471 76
. BZv48C68 64 72 44 20 9,0 0,5 61,7 69
BZV48C 76 70 79 45 20 9.0 0,5 67 63
BZV 48 C 82 7 87 65 15 9,0 0,5 62,4 §7
BZV 48 C 91 85 96 75 15 8,0 0,5 69,2 52
B8ZV 48 C 100 94 106 90 12 9,0 0,5 76 47
BZV 48 C 110 104 116 128 12 9,6 05 83,5 43
BZvV 48 C 120 114 127 170 10 95 05 91,2 39
B2V 48 C 130 124 141 190 10 9.5 05 98,8 35
BZv 48 C 150 138 156 330 8 9,5 0,6 114 32
BZV 48 C 160 163 171 350 -] 95 05 122 28
BZV 48 C 180 168 191 430 5 95 05 137 26
B2V 48 C 200 188 212 480 5 10 05 152 23
.
Pusetest 4, <poms 5< 2%
Mesure en impulsion
The regulation voltages are defmed according to the E 24 series
Les de régute sont définies selon la série E 24
Forward voltage drop VE €
: 1,2V @ I =1A, =25°C
Chute de tension directe F 2 F Tamb
CASE DESCRIPTION
DESCRIPTION DU BOITIER
@ 5.1 max. @ 1.28 max. Weight , 4,

#.- vww.DataSheetdU.com
Marklng clear, ring at cathods end

26 min. 9,8 max. 26 min. - quage en clair, coté

_ DO0-27 A {CB-187)
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. . BZV48C3V3 — BZV48 C200
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Fig. 1 — Maximum allowable power dissipation versus Fig. 2 — Thermal resistance junction-ambient versus
ambient tempearature. fead length (typical values).
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Fig. 3a - 3b — Temperature coefficient §Vz = _Avar L(:r\{_{a;:h\;;h:gezg;%p“;ph{! 10-2 YFM (|V)
versus V2T {typical values) ATj cal values). 0,5 1,0 16
PRSM W) Zth {j-c) (°C/W)
104 102 =5
]
103 1 10 L
11
—
| 0
102 {ms) 1 tis)
10-2 10-1 1 - 10 10-2 1 102
- wwyw.DataSheetdU.com |
Fig. 5 — Non repetitive surge peak reverse power Fig. 6 — tion-

dissipation PRSM versus pulse duration at Tj initial =
25°C {maximum values).

connexions Zth (j-¢) versus pulée duration t for
mounting n° 1 with d = 10 mm (typical values).
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